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10:00-10:05 【Opening Remarks / 開会挨拶】
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology/文部科学省

10:05-10:35 【Plenary Lecture / 基調講演】
  Kazuhito Hashimoto (Council for Science, Technology and Innovation / National Institute for Materials Science, Japan)

  橋本 和仁（総合科学技術・イノベーション会議／物質・材料研究機構）
  “Toward Super Smart Society (Society 5.0)”

  「超スマート社会（Society 5.0）に向けて」

10:35-11:25 【Session 1】
IoT / Materials Informatics / IoTシステム構築・マテリアルズインフォマティクス

 10:35 -  Shinji Nishimura (Hitachi, Ltd. Japan)

  西村 信治（株式会社日立製作所）
  “Social Innovation created by IoT”

  「IoT が拓く社会イノベーション」
 11:00 - Fumiyasu Oba / Hidenori Hiramatsu (Tokyo Institute of Technology, Japan)

  大場 史康／平松 秀典（東京工業大学）
  “Discovery of Novel Nitride Semiconductors: Predictions via in silico Screening and 

  Experimental Verification”

  「新しい窒化物半導体の発見 - in silicoスクリーニングによる予測と実験による実証」

11:25-12:20 【Session 2】
Nano Diagnostics & Nano Therapy /ナノ診断とナノ治療

 11:25 -  Yoshinobu Baba (Nagoya University, Japan)

  馬場 嘉信（名古屋大学）
  “Nanobiodevices for Society 5.0”

  「ナノバイオデバイスが拓く超スマート社会」
 11:50 -  Hisataka Kobayashi (National Institutes of Health U.S.A.)

  “Near Infrared Photoimmunotherapy (NIR-PIT) for Cancer; Crashing Cancer Cells in the Body by 

  Exposing Harmless Near Infrared Light”

  「人体に無害な光（近赤外線）を照射して癌細胞を壊す新がん治療法；近赤外光線免疫療法」

12:20 - 13:20　　　Lunch / 昼食

February 17th, 2017,  Reception Hall
2017年2月17日（金） 会議棟1階レセプションホール



13:20-15:25 【Session 3】
Activities of Nanotechnology Platform /ナノテクノロジープラットフォーム活動概要

 13:20 - 13:35 Award Ceremony /表彰式
  Research Achievements and others

  平成28年度の秀でた利用成果及び技術支援表彰
 13:35 - 14:35 Research Topics of Nanotechnology Platform

  平成28 年度の秀でた利用成果
 14:35 - 15:25 Poster Presentation on Activities of Nanotechnology Platform

  ポスター発表：ナノテクノロジープラットフォームの実施概要

15:05 - 15:25　　　Break and Poster Presentation / 休憩・ポスター発表

15:25-16:15 【Session 4】
Human Sensing /ヒューマンセンシング

 15:25 - Isao Shimoyama (The University of Tokyo, Japan)

  下山 勲 （東京大学）
  “Sensor Technology for Monitoring What We Need”

  「人やあらゆるものからの情報を収集するセンサー技術」
 15:50 -  Makoto Takamiya (The University of Tokyo, Japan)

  高宮 真 （東京大学）
  “Future Directions of Wearable Organic Devices Closely Attached on Skin”

  「有機エレクトロニクスを核とした皮膚密着型ウエアラブルデバイスの新展開」

16:15-17:05 【Session 5】
Safe & Secure Society /安全・安心な社会

 16:15 -  Takahiro Sawaguchi (National Institute for Materials Science, Japan)

  澤口 孝宏 （物質・材料研究機構）
  “A Novel Long-lived Seismic Damping Alloy for Safe and Secure Social Infrastructures”

  「社会インフラの安全・安心のための新しい長寿命制振ダンパー合金」
 16:40 - Tsuneo Komatsuzaki (SECOM CO., LTD. Japan)

  小松崎 常夫 （セコム株式会社）
  “Services Innovation for Social System Industry”

  「安全・安心で豊かな社会のためのサービスイノベーション」

17:05-17:10 【Closing Remarks / 閉会挨拶】
Dr. Tetsuji Noda (Chairperson of the Organizing Committee of JAPAN NANO 2017 / Director, Center for Nanotechnology Platform, National Institute for 

Materials Science, Japan)

野田 哲二（JAPAN NANO 2017 組織委員長、物質・材料研究機構ナノテクノロジープラットフォームセンター長）
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“Toward Super Smart Society (Society 5.0)”

「超スマート社会（Society 5.0）に向けて」

Kazuhito Hashimoto (Council for Science, Technology and Innovation / 
National Institute for Materials Science, Japann)

橋本 和仁 （総合科学技術・イノベーション会議 /物質・材料研究機構）
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Toward Super Smart Society (Society 5.0)

Kazuhito Hashimoto

Council for Science, Technology and Innovation / 
National Institute for Materials Science, Japan
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< CV >

Education
1978: B. Science, Chemistry. The University of Tokyo 
1980: M. Science, Chemistry. The University of Tokyo 
1985: Doc. Science, Chemistry. The University of Tokyo 

Career History
1980 - 1984: Technical Associate, Institute for Molecular Science 
1984 - 1989: Research Associate, Institute for Molecular Science 
1989 - 1991: Assistant Professor, Department of Applied Chemistry, The University of 

Tokyo 
1991 - 1997: Associate Professor, Department of Applied Chemistry, The University of 

Tokyo 
1997 - 2007: Professor, Research Center for Advanced Science and Technology, The 

University of Tokyo 
2004 - 2007: Director, Research Center for Advanced Science and Technology, The 

University of Tokyo 
2007 - 2016: Professor, Department of Applied Chemistry, The University of Tokyo 
2015 - Present: Professor of Policy Alternative Research Institute, The University of Tokyo
2016 - Present: President, National Institute for Materials Science

Present Public Appointments

Kazuhito Hashimoto

President, National Institute for Materials Science
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“Social Innovation created by IoT”

「IoT が拓く社会イノベーション」

Shinji Nishimura (Hitachi, Ltd. Japan)

西村 信治 （株式会社日立製作所）

“Discovery of Novel Nitride Semiconductors: Predictions via

in silico Screening and Experimental Verification”

「新しい窒化物半導体の発見 - in silicoスクリーニングによる予測と実験による実証」

Fumiyasu Oba / Hidenori Hiramatsu (Tokyo Institute of Technology, Japan)

大場 史康 / 平松 秀典 （東京工業大学）
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Social Innovation created by IoT

S. Nishimura

Hitachi Ltd., Center for Technology Innovation, 

Abstract

IoT (Internet of Things), which refers to the connection of various devices through a 

competitiveness in industry, the aging of social infrastructure, and the lack of energy resources. 
In order to use IoT for innovation successfully, it is important to improve the following 

technologies: (i) sensing technology to understand the events in real space quantitatively, 

Data processing systems that support IoT have advanced from conventional centralized 

measuring site. As a result, systems can operate with more diverse and larger amounts of data. 

as smart operations in manufacturing, efficient material development, and monitoring social 
infrastructures. Furthermore, we will report on our nanotechnology developments, such as our short 
TAT (Turn Around Time) development system for IoT devices, integrated circuit learning systems 
and nano-imaging for materials. 
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Education
Master of Electronic Engineering, March, 1991 
University of Tokyo, Japan 

Work Experience

network interface, network equipment, parallel processing system and sensing system for IoT. He is 
-

gies in electronics for communication, computer systems and IoT. Ph.D for Engineering. 

Dr. Shinji Nishimura

General Manager
Center for Technology Innovation – Electronics 
Hitachi, Ltd. Research & Development Group 
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DISCOVERY OF NOVEL NITRIDE SEMICONDUCTORS: 
PREDICTIONS VIA IN SILICO SCREENING AND 

EXPERIMENTAL VERIFICATION

F. Oba1,2,3 and H. Hiramatsu1,2

1 

Tokyo Institute of Technology, 4259 Nagatsuta, Midori-ku, Yokohama 226-8503, Japan
2 Materials Research Center for Element Strategy, Tokyo Institute of Technology, 

4259 Nagatsuta, Midori-ku, Yokohama 226-8503, Japan
3 

Abstract

electronic properties; however, those currently commercialized are mostly limited to GaN and its 
alloys. In this talk, we report the in silico screening of ternary zinc nitride semiconductors using state-
of-the-art first-principles calculations. This approach identifies as-yet-unreported CaZn2N2 that has 

materials discovery via cutting-edge in silico

I. INTRODUCTION
The search for novel semiconductors is increasingly important as the applications of 

in silico
In this talk, we report the discovery of a novel nitride semiconductor CaZn2N2

in silico screening and high-pressure synthesis [1].

II. METHODS
The screening was performed using first-principles calculations from various aspects, as 

p-type, n-type, 

of charged defect supercells were corrected using the scheme reported in Ref. 4. The high-pressure 
synthesis of CaZn2N2 was made at 1200 °C and 5.0 GPa for 1 hour.

III. RESULTS AND DISCUSSION
The in silico

system is CaZn2N2

with a gap of 1.8 eV and carrier effective masses smaller than GaN. The native defect and dopant 
p- and n-types. We therefore chose 

CaZn2N2

18



cutting-edge in silico

Fig. 1 Theoretical identification of as-yet-unreported CaZn2N2 via in silico screening and the 
experimental verification of band-edge red photoluminescence from a polycrystalline 
CaZn2N2 specimen obtained by high-pressure synthesis.

Acknowledgments

References

[2] P. E. Blöchl, Phys. Rev. B 50 (1994), 17953.

(1999), 1758.

Fumiyasu Oba is a Professor at Tokyo Institute of Technology and 
an Invited Researcher at National Institute for Materials Science. 
His research interest includes computational design and discovery 
of electronic and energy materials.

Hidenori Hiramatsu is an Associate Professor at Tokyo Institute 
of Technology. His research interest includes electronic/optical/
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【Nano Diagnostics & Nano Therapy/

ナノ診断とナノ治療】
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“Nanobiodevices for Society 5.0”

「ナノバイオデバイスが拓く超スマート社会」

Yoshinobu Baba (Nagoya University, Japan)

馬場 嘉信 （名古屋大学）

“Near Infrared Photoimmunotherapy (NIR-PIT) for Cancer; 

Crashing Cancer Cells in the Body by Exposing Harmless

Near Infrared Light”

「人体に無害な光（近赤外線）を照射して癌細胞を壊す新がん治療法；近赤外光線免疫療法」

Hisataka Kobayashi (National Institutes of Health, U.S.A.)
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NANOBIODEVICES FOR SOCIETY 5.0

Yoshinobu Baba

Department of Applied Chemistry, School of Engineering, ImPACT Research Center for Advanced 

Nagoya University, Nagoya, 464-8603, Japan

immuno-wall devices for healthcare and point-of-care testing, nanopillar-nanopore devices for 

nanosensors, and quantum switching in vivo imaging of iPS cells. Immuno-wall devices realized 

detection sensitivity within 2 min.  Additionally, nanopillar devices give us ultrafast electophoretic 

molecular epigenetic analysis, quantum switching in vivo imaging for iPS cell (induced pluripotent 

References
Chem. Soc. Rev., 39, 948 (2010).

Advanced Drug Delivery Reviews, 95, 2-14(2015).
Lab on a Chip,16, 1126-1138 (2016).

Edition, J. Edel, et al. (Ed.), RSC, 2017, Chap. 3
Nature Biotech., 22, 337 (2004).
Nature Biotech., 22, 1360 (2004).

ACS Nano., 5, 493, (2011).
ACS Nano, 5, 7775 (2011).

ACS Nano, 5, 9264 (2011).
Nano Lett., 12, 6145 (2012).

ACS Nano, 7, 3029 (2013). 
Nano Lett., 13, 1877 (2013).
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Sci. Rep

Nano Lett., 15, 3445 (2015).
Nanoscale, 8, 5435 (2016).
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The CSJ (Chemical Society of Japan) award for creative work in 2008, The Japan Society for Ana-
-
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1) 馬場嘉信、ナノバイオデバイス創製と未来医療への展開、化学と工業 , 2015, 3, 274-276
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Yoshinobu Baba
Professor, Department of Applied Chemistry, School of Engineering

Professor, Department of Advanced Medical Science, School of Medicine
Nagoya University
Research Advisor, Health Research Institute, 
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NEAR INFRARED PHOTOIMMUNOTHERAPY (NIR-PIT) 
FOR CANCER; CRASHING CANCER CELLS IN THE BODY 

BY EXPOSING HARMLESS NEAR INFRARED LIGHT

H. Kobayashi

Molecular Imaging Program, National Cancer Institute/ NIH
10 Center Dr. Bethesda, MD 20892, USA

Abstract
Near infrared (NIR) photoimmunotherapy (PIT) is a newly developed, molecularly-targeted 

2015, and is now in transition to a Phase 2 trial (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02422979). 

cancer immune response [2]. Additionally, NIR-PIT can enhance nano-drug delivery into the treated 

immuno-suppressor cells, such as Treg, in a local tumor, can enhance tumor cell-selective systemic 

is rapid. NIR-PIT induces ICD on cancer cells that initiates host immunity. Moreover, NIR-PIT can 

systemic anti-cancer cellular immunity without potential autoimmune adverse effects.

References
[1] M. Mitsunaga, et al., Nature medicine 17 (2011) pp. 1685-1691.
[2] M. Ogawa, et al., Oncotarget
[3] K. Sano, et al., ACS nano 7 (2013) pp. 717-724.
[4] K. Sato, et al., Science translational medicine 8 (2016) pp. 352ra110.
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1995 – 1998 Post-doctal Fellow, Nuclear Medicine Department, NIH Clinical Center, 
1999 – 2001 Assistant Professor, Diagnostic Imageology Kyoto University, Kyoto, Japan

2005 – Present Chief scientist, Molecular Imaging Program, National Cancer Institute, NIH
2015 – Present Tenured Senior Investigator, Molecular Imaging Program, NCI/NIH

(Awards)
2016, 2015, 2013, 2004, Federal Technology Transfer Award 
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Hisataka Kobayashi, MD, PhD,

Senior Investigator, Molecular Imaging Program, 
National Cancer Institute/NIH
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Session 3
【Activities of Nanotechnology Platform /
ナノテクノロジープラットフォーム活動概要】
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Award Ceremony /表彰式
Research Achievements and others

H28年度の秀でた利用成果及び技術支援表彰

Research Topics of Nanotechnology Platform

H28年度の秀でた利用成果

Poster Presentation on Activities of Nanotechnology Platform

ポスター発表：ナノテクノロジープラットフォームの実施概要
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Session 4
【Human Sensing/ヒューマンセンシング】
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“Sensor Technology for Monitoring What We Need”

「人やあらゆるものからの情報を収集するセンサー技術」

Isao Shimoyama (The University of Tokyo, Japan)

下山 勲 （東京大学）

“Future Directions of Wearable Organic Devices Closely Attached 
on Skin”

「有機エレクトロニクスを核とした皮膚密着型ウエアラブルデバイスの新展開」

Makoto Takamiya (The University of Tokyo, Japan)

高宮 真 （東京大学）
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Sensor Technology for Monitoring What We Need

Isao Shimoyama

The University of Tokyo, Japan
7-3-1 Hongo, Bunnkyo-ku, Tokyo, 113-8656, Japan

Abstract

years old, respectively.  The statistical data means the long life is usual from now on.  To keep quality 

activities.  The devices transmit the data through a smartphone to a computer.  The data in the 

present, the sensors inside the trackers are accelerometer for physical activity measurement, pressure 

For this purpose, we have investigated MEMS strain sensors using piezo-resistive effect.  The 

to measure tiny forces. This feature is distinctive compared to capacitive type sensors.  The piezo-

infrastructure monitoring is crucial issue to keep the infrastructure healthy. "System Development 

Industrial Technology Development Organization) adopted our proposal on "Road Infra Monitoring 
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Isao Shimoyama

Professor

Department of Mechano-Informatics, 
Graduate School of Information Science and Technology
University of Tokyo

degrees in mechanical engineering from The University of Tokyo in 1977, 1979, and 1982, 

of Information Science and Technology from April 2007 to March 2010. He is presently Director 

of Information Science and Technology. He is also a Senior Technical Advisor of Touchence Inc, 

Mechanical Systems).

[1]  M. Gel, I. Shimoyama, JMME, vol.14, no.3, pp.423-428, 2004.  
[2]  T. Kaneko, N. Minh-Dung, P. Quang-Khang, Y. Takei, T. Takahata, K. Matsumoto, I. Shimoyama, Proc. 

MEMS2015, pp.670-673, 2015

Fig. 1 Piezo-resistive strain gauge formed at the 
fixed end of cantilever [1].

Fig. 2 Pulse wave travelling through arteries can be 
monitored by the piezo-resistive acoustic sensor 
[2].
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Future Directions of Wearable Organic Devices Closely Attached 
on Skin

Makoto Takamiya

University of Tokyo, Tokyo, Japan

Abstract

unconscious devices. In this presentation, new applications using the organic electronics including a 

solar cells [3] are shown. 

I. Introduction
Key requirements for a large area sensor array using organic transistors [1,4] or amorphous silicon 

integrity degradation due to the long wiring. Therefore, local processing of the sensor outputs at the 

II. Flexible Bedsore Prevention Sheet

The organic semiconductors for p-type and n-type transistors are DNTT and PDI-8CN2, respectively. 
The gate length is 50 μm.  

Fig. 1  Flexible bedsore prevention sheet (FBPS). 

Flexible PCB 
for wiring

Patient

Wrinkles on clothes 
cause bedsores.

FBPS under 
bed sheet

50 mm

50 mm
Pressure sensitive 
rubber for sensor

Organic circuits including
2x2 artificial neurons
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【Safe & Secure Society/安全・安心な社会】
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“A Novel Long-lived Seismic Damping Alloy for Safe and Secure 

Social Infrastructures”

「社会インフラの安全・安心のための新しい長寿命制振ダンパー合金」

Takahiro Sawaguchi (National Institute for Materials Science, Japan)

澤口 孝宏 （物質・材料研究機構）

“Services Innovation for Social System Industry”

「安全・安心で豊かな社会のためのサービスイノベーション」

Tsuneo Komatsuzaki (SECOM CO., LTD. Japan)

小松崎 常夫 （セコム株式会社）
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A NOVEL LONG-LIVED SEISMIC DAMPING ALLOY FOR 
SAFE AND SECURE SOCIAL INFRASTRUCTURES

Takahiro Sawaguchi

National Institutes for Materials Science,
1-2-1 Sengen, Tsukuba, Ibaraki305-0003, Japan

Abstract

loading. Based on a ferrous shape memory alloy, a new fatigue-resistant alloy with 10-times longer 

I. NANO SCIENCE AND STRUCTURAL MATERIALS

on understanding of nano scale mechanisms. Sophisticated microstructural analyses with advanced 
microscopes, large scale facilities of synchrotron or neutron radiation, computer aided data 
processing system, and simulations, etc. have revealed atomic/electronic structures underlying the 
physical phenomena even in classical materials.

II. FE-HIGH MN SEISMIC DAMPING ALLOYS

functional and mechanical properties, such as shape memory, damping, non-magnetism, invar/
elinvar characteristics, strength, ductility, toughness, wear resistance, which are associated with the 
characteristic multiple plastic deformation modes and peculiar physical natures of the alloys.

Steel dampers are designed to have lower strengths than 

elasto-plastic deformation hysteresis. The superior fatigue 

damage from earthquakes. Recently, we developed a new 
Fe-15Mn-10Cr-8Ni-4Si (wt%) alloy with 10-times longer 
low-cycle fatigue life than the conventional seismic 
damping steels, and installed it in a 40-story skyscraper 
as fatigue-resistant seismic dampers [2].

Fig. 1  Fe-15Mn-4Si-10Cr-8Ni alloy 
seismic damper [1].
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III. DESIGNING ATOMIC MOVEMENT UNDER DEFORMATION
The chemical composition of the alloy was optimized to increase the low-cycle fatigue life, 

alloys under cyclic deformation and the low-cycle fatigue properties. There are three necessary 

These designing criteria of the fatigue-resistant 

atomic movement can suppress the accumulation 
of the lattice defects under repeated deformation 
and decelerate the metal fatigue. Intensive 

plastic deformation modes of Fe-high Mn steels, 

forth movement on an identical crystallographic 

wide range of alloy compositions. 

on such atomic deformation mechanisms is 

undergoing the FCC to HCP transformation. It 

provide a new tool for designing structural steels 
and alloys.

References

Mater, 54 (2006) 1885.

Tsuzaki, Scripta Mater, 99 (2015) 49.

<CV>
Takahiro Sawaguchi, Dr.-Eng.

Materials Science.
Sawaguchi received PhD from Tohoku University in 1999. He was 

Education, Culture, Sports, Science and Technology (2015) etc.

Fig. 2  Schematic diagrams of the reversible group 
motion of the dislocations in (a, c, e) tension and 
(b, d, f) compression. (a, b) deformation-induced 
-martensitic transformation, (c, d) mechanical 
-twining, (e, f) extended dislocation gliding. The 

dashed and solid lines represent {111} planes of the 
-crystal and stacking faults, respectively. [3]
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Services Innovation for Social System Industry

T. Komatsuzaki

Since foundation in 1962 as the first private security firm in Japan, SECOM has strived to 

through fusion of seven services, physical security, disaster prevention, medical services, insurance, 
geographical information, ICT, and housing development.

nanotechnology, such as new materials, new physical properties, miniaturization and energy-saving 

systems, which greatly accelerates FOP innovation. Also, sensing the movement of people and 
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Tsuneo Komatsuzaki received his B.A. in Science and Engineering from 

corporate staff of founder, he has held diverse positions such as a local general 
manager, a director of technical and marketing sections. In addition, he has 

services, disaster prevention and geography information. He was appointed as 
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  第 15 回  ナノテクノロジー総合シンポジウム　ポスター発表プログラム

【文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム】

≪H28 年度「秀でた利用成果」≫
 微細構造解析 PF：東京大学
 　　　　　「黒色酸化チタンのナノ微粒子化に関する研究　－熱エネルギーを保持する蓄熱セラミックスの開発－」　
 微細構造解析 PF：名古屋大学
 　　　　　「超高効率水素製造光触媒を実現した新奇薄膜構造の発見とその構造解析」
 微細加工 PF：京都大学
 　　　　　「創薬スクリーニングを目的としたマイクロ流体デバイス」
 分子・物質合成 PF：自然科学研究機構  分子科学研究所
 　　　　　「神経変性疾患の発症に関わるタンパク質ミスフォールディング」　
 分子・物質合成 PF：名古屋大学
 　　　　　「高温でも使える、光で剥がせる液晶接着材料の開発」　

≪平成 28 年度技術トピックス≫

≪ナノテクノロジープラットフォームプロジェクトの全体概要≫
 事業 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業概要

≪ナノテクノロジープラットフォームセンター≫
 センター ナノテクノロジープラットフォームセンター事業概要（1）、（2）

≪微細構造解析プラットフォーム≫
 実施概要（1）、（2）

子力研究開発機構　実施概要
子科学技術研究開発機構　実施概要

≪微細加工プラットフォーム≫
  微細加工 PF  実施概要（1）、（2）

≪分子・物質合成プラットフォーム≫
子・物質合成 PF  実施概要

子科学研究所　実施概要

文部科学省蓄電池基盤プラットフォーム
 蓄電池 蓄電池基盤プラットフォーム実施概要（1）、（2）
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Outline of Nanotechnology Platform
ナノテクノロジープラットフォーム事業概要
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業

ナノテクノロジープラットフォームセンター事業概要
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ナノテクノロジープラットフォームセンター
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業
ナノテクノロジープラットフォームセンター事業の概要および成果（ ）

技術 
相談 

機器 
利用 

技術 
補助 

技術 
代行 

共同 
研究 

ナノテクノロジープラットフォームセンター事業（1）
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業
ナノテクノロジープラットフォームセンター事業の概要および成果（ ）

ナノテクノロジープラットフォームセンター事業（2）
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微細構造解析プラットフォーム
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解析PF- 代表機関（1）

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細構造解析プラットフォーム 

問い合わせ：微細構造解析プラットフォーム推進室 (代表機関：物質・材料研究機構) 
 E-mail: acnp@nims.go.jp  Phone: 029-859-2139      

 ホームページ: http://www.nims.go.jp/acnp/

世界トップ水準の最先端計測を提供 
最先端計測技術と高度専門技術スタッフ・研究者のノウハウにより 

最適なサンプル準備から計測・解析まで対応します 

ナノ電子デバイスの微細構造と 
電磁気特性の相関（北海道大学） 

微粒子（30nmクラス）のシリコン基板への
剥離力（接着力）評価（産業技術総合研究所） 

10 nm

10 nm

(b)

(c)(a)

M. Arita et al., Scientific Reports, 5 (2015) 17103 ReRAM
TEM

ReRAM
100nm
FIB

TEM
ReRAM

Fig. 1 
(a) ReRAM device of Pt/Cu/WOx/TiN fabricated using FIB
(b) EDX mapping of the device  
(c) I-V curve of SET-pristine stage (upper) and the
 correlated TEM images showing the formation of nano-filament at each bias step (lower) 

) 

TEM STEM 7,500

 FIB-SEM 2,300 4,600

3

(RSPM) JSPM5400 12,800 17,800

RSPM   
SII RIBM 16,500 21,500

全国11機関がTEMを中心とした最先端計測機器ネットワークを構築 
解析技術の共用によりオープンイノベーションを目指します 
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解析PF- 代表機関（2）

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細構造解析プラットフォーム 

問い合わせ：微細構造解析プラットフォーム推進室 (代表機関：物質・材料研究機構) 
 E-mail: acnp@nims.go.jp  Phone: 029-859-2139     

 ホームページ: http://www.nims.go.jp/acnp/

溶融接合金属セラミックス基板界面に 
おける原子分解能構造解析（東京大学）

A. Kumamoto, et al., Sci. Rep. 6, 22936 (2016).

Al /AlN STEM-EDS

50,000

100,000

250,000

高性能および高機能性を有する新規界面活性剤が 
形成する会合体のナノ構造に関する研究（京都大学）

50 nm

500 mmol dm-3 C12EO8 TEM FFT

29.9 mmol dm-3 3C12lin-3-Q TEM

CnEOx, CnEOxPOy

TEM 6,230 3,115 

１次元凹凸周期曲面構造エキゾチック
ナノカーボンの高分解能STEM観察（大阪大学）

FFT pattern from single 
domain structure

1D direction

Single domain structure 
of C60 polymer crystal

1D direction

Electron diffraction from 
multi domain structure

1D direction

A
B

C
D

0000

0110

1010 2110

fcc
{111}

Strained hcp
(0001)

0000

0110

1010

2110
A

B

C

D

C60 C60
C60

hcp

Titan Krios  1 / 30,000 10,000 
1 / 1,000,000 300,000 

加工に伴う電磁鋼板の歪み分布測定
（量子科学技術研究開発機構）

0.5mm

-
z

y

0.5mm

-
z

y

(a) (b)

(c) (d)

X

y
(a) y

(b) X

9,580 22,700 68,110 115,440 1

10,700 10,700 10,700 10,700 1

(c)z (d) X

世界トップ水準の最先端計測を提供 
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解析PF-1 概要

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細構造解析プラットフォーム 

北海道大学 微細構造解析プラットフォーム 
－先進ナノ構造・状態解析共用拠点－ 

研究設備 

利用事例 

1 2 3D
3

X
2

SEM-FIB
3

TEM SPM

利用形態と利用料金 

X

FIB-SEM 

STM

XPS,AES, PEEM

1
2 3D
3

 STEM  HD-2000 

( STEM HD-2000)

S T M S T M

STM STM  VT-STM 

(Omicron VT-STM)

( )

JXA-8530F

STEM HD-2000

)

X

 VT-STM 

問い合わせ：北海道大学 ナノテクノロジー連携研究推進室 
 E-mail: nanoplat@cris.hokudai.ac.jp，Phone: 011-706-9340 
ホームページ http://www.cris.hokudai.ac.jp/cris/nanoplat/ 

(a) (b) 

150 nm 150 nm 10 nm 2 nm 

(a) (b) 
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問い合わせ：ナノテクノロジープラットフォーム 東北大学ナノテク融合技術支援センター（今野豊彦） 
 E-mail: tjkonno@imr.tohoku.ac.jp Phone: 022-215-2124 

ホームページ http://cints-tohoku.jp/ 

Fe-Al-
TEM

.

Fig. 1 823K 57.6ks Fe-Al-V V
Fe-2Al

Fe-1.9Al-0.1V
0.5V

Fe-2Al V
Fig. 2

V (V, Al) N B1
Fe-2V V-N

V V Al

FIB

FeCo

FeCo  FeCo

1 TEM
FeCo

.

FeCo (FeCo(3nm)/Rh(20nm)/MgO(001)) 
Rh FeCo

(Fig. 1(a)) (Fig. 
1(b)) FeCo FeCo

1.1 bcc (or bct) 
FeCo (001)[110] // Rh(001)[100]// MgO(001)[100]

2nm
1.6x107 erg/cm3 (Fig. 2) 1

Fe100-xCox

TEM

(a)

Fig. 1 (a) HAAD-STEM and (b) SAD images for the FeCo/Rh layer in the
FeCo(3nm)/Rh (20 nm) film prepared on MgO substrate.

Fig.2 Dependence of (a) Ku1 and (b) c/a ratio as function of FeCo film
thickness. 

Fig.2 Al-V nitride/cluster formed in (a)Fe-1.9Al-0.1V, (b)Fe-1.5Al-
0.5V, (c)Fe-2V alloys nitrided at 823K for 57.6ks. 

Fe-2VFe-1.9Al-0.1V Fe-1.5Al-0.5V

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細構造解析プラットフォーム 

Fig. 1 Surface hardness of Fe-Al-V alloys nitrided at
823K as a function of V content.

解析PF-2 概要
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解析PF-3 概要

問い合わせ：ナノテクノロジープラットフォーム 微細構造解析プラットフォーム事務局 
 E-mail: nmcp@nims.go.jp Phone: 029-859-2310
ホームページ http://www.nims.go.jp/nmcp/ 

1. TEM ADF STEM
EDS

2. TEM
Z W

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細構造解析プラットフォーム 
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解析PF-4 概要

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細構造解析プラットフォーム 

1   

問い合わせ：産業技術総合研究所 先端ナノ計測施設（ANCF ）事務局 
 E-mail: ancf-contact-ml@aist.go.jp.，Phone: 029-861-5300

ホームページ https://unit.aist.go.jp/rima/nanotech/index.html 

AIST
- (ANCF)- 

73



問い合わせ：微細構造解析プラットフォーム 東京大学・コーディネート室 中村 一彦
E-mail: info@lcnet.t.u-tokyo.ac.jp，Phone: 03-5841-6372

ホームページ http://lcnet.t.u-tokyo.ac.jp

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業
微細構造解析プラットフォーム

解析PF-5 概要
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解析PF-6 概要

-1

Ir-Doped SrTiO3
AFM nm

TEM STEM

   

(a)

-2

問い合わせ：名古屋大学 微細構造解析プラットフォーム 超高圧電子顕微鏡施設（荒井重勇） 
 E-mail: innovation@esi.nagoya-u.ac.jp，Phone: 052-789-3632 

ホームページ http://nanoplat.nagoya-microscopy.jp/ 

(a)a))

SrTiO3

Ir-Doped SrTiO3

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細構造解析プラットフォーム 
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細構造解析プラットフォーム 

Figure 2 Zn (a) Cd
(b)

Figure 1 
Cd TEM

問い合わせ：京大微細構造解析プラットフォーム 事務局 
 E-mail: nanoplat@eels.kuicr.kyoto-u.ac.jp Phone: 0774-38-3051

ホームページ  http://tem.nanoplat.cpier.kyoto-u.ac.jp 

解析PF-7 概要
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解析PF-8 概要

HfCl4, SmCl3, GdAc3

HfCl4,SmCl3,GdAc3

1 m1 m1 m1 m1 m1 m

1 m 1 m 1 m

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細構造解析プラットフォーム 

問い合わせ：大阪大学 超高圧電子顕微鏡センター ナノテクノロジープラットフォーム事務室（幕田奈々） 
 E-mail： info-nanoplat@uhvem.osaka-u.ac.jp，Phone：06-6879-7941

ホームページ  http://www.uhvem.osaka-u.ac.jp/nanoplatform-kouzoukaiseki/index.html

- - 

3000kV 

* 

TEM
50 nm

A

B
C

(010)

(010)

(001)
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-1

(Sb,Bi)2Te3 Cr

SPring-8
BL23SU  (XMCD) 

Cr 2p 3d Te Sb 3d 5p
XMCD

XMCD Te 5p Sb 5p
Cr 3d

Te Sb 5p Cr
Crx(Sb1-yBiy)2-xTe3

d p

p

問い合わせ：JAEA微細構造解析プラットフォーム事務局 研究推進室（毛利 梓） 
 E-mail: nanopla-office@ml.jaea.go.jp，Phone: 0791-58-2716 

ホームページ http://sangaku.jaea.go.jp/facilities.html 

-2

(Fig.1(b)-(d))
Nb

(Fig.1(a))

PDF(J-PARC BL21, Fig.2(a)) X
EXAFS(SPring-8 BL14B1, Fig.2(b)) Nb

all-in (Fig.2(c)
) all-in

(S. Torigoe, et al., Phys. Rev. B, 93, 085109 (2016).) 

X X
2

Fig.1 (a) Nb ( ). 
(b),(c),(d) . 

.

Fig.2 (a) (PDF)
( ) ( , ,

).(b) EXAFS ( ) ( ).(c)
Nb all-in Nb .

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細構造解析プラットフォーム 

JAEA

解析PF-9 概要
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問い合わせ：QST微細構造解析プラットフォーム事務局（宮本 依理子） 
 E-mail: ml-qst-nanoinfo@qst.go.jp，Phone: 0791-58-2640

ホームページ http://www.kansai.qst.go.jp/nano/ 

Fig. 2 2
2

Fig. 3
2

20

Fig. 1 a) b)
b) 20

Pb2+

O2- 

Cr4+

Pb2+

/Pb4+

Cr

50

PbCrO3 

a) 
b) 

R. Yu, H. Hojo, T. Watanuki, M. Mizumaki, M. Azuma, et al., 
J. Am. Chem. Soc. 137, 12719 (2015). 

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細構造解析プラットフォーム 

QST

解析PF-10 概要
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細構造解析プラットフォーム 

問い合わせ：九州大学 超顕微解析研究センター 微細構造解析プラットフォーム事務局 
 E-mail: nano_hvem@hvem.kyushu-u.ac.jp ，Phone: 092-802-3489

ホームページ http://nanoplat.hvem.kyushu-u.ac.jp/ 

100 mm230 mm2

0.5 m 1 frame (~1 min)

R: N-K , G: Si-K , B: O-K

2 m

Crackrac
TEM-BF

with dual Cs correctors 
and highly- cient XEDS

with an omega-type EELS

with a Tr  Edge 
Sensor XEDS

with cold-FEG, dual Cs correctors
and dual highly-e cient XEDS

(Rh) 80%
Rh (Pd)

(Ru) Rh
Pd Ru PdRu PdRu-NPs

PdRu-NPs

JEM-ARM200F ACCELARM
g-Al2O3 PdRu-NPs

/ HAADF-STEM XEDS

1 g-Al2O3 PdRu-NPs
HAADF-STEM (a),(b) 

10 nm

(c),(d),(e) 
Pd Ru

fcc hcp
1 HAADF-STEM (a),(b) XEDS (c),(d),(e)

2
PdRu-NPs NOx

Rh
PdRu Pd Ru

Rh
NOx

K. Sato, et al., Scientific Reports, 6, #28265, (2016). doi:10.1038/srep28265 2: 
NOx

解析PF-11 概要
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微細加工プラットフォーム
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細加工プラットフォーム 

問い合わせ：微細加工プラットフォーム 代表機関 
 E-mail: nanoplat@t.kyoto-u.ac.jp，Phone: 075- 753-5656 

ホームページ http://nsn.Kyoto-u.ac.jp 

大学や研究機関の最先端微細加工設備＆保有技術が活用できます 

薄膜形成
Thin film deposition Lithography Etching 

10μm 

Evaluation

Sputtering
system High precision 

EB lithography 
system

Dry etching
system

Nano-proberAtomic layer 
deposition 

system
Mask-less
lithography 

system

Stepper Laser system 

加工PF- 代表機関（1）
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細加工プラットフォーム 

問い合わせ：微細加工プラットフォーム 代表機関 
 E-mail: nanoplat@t.kyoto-u.ac.jp，Phone: 075- 753-5656 

ホームページ http://nsn.Kyoto-u.ac.jp 

2.66 mm

2.55 mm

2.47 mm

   

100 

248  

302 

283  

254  

82  

86 

157  

121  

292  

342 

392  

441  

382  

416 

451  

404  

66  

77 

74  

78  

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

H24 7 3

H25 4 3

H26 4 3 )

H27 4 3

1322

加工PF- 代表機関（2）
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細加工プラットフォーム 

研究設備 

2

130kV 5
EB FIB

FE-SEM

( )
ELS-F130

ELS-F125
ELS-7000HM

ELS-3700
ELS-7300

:DDB-201
MA-6

MA-20
 ( ED-1500R)

CVD ( PD-220ESN)
PD-10C1

( MPS-4000C1/HC1)
( IBS-6000)

( SUNALE-R)
Cambride NanoTech Savannah 100

5 Av028
PAC-LMBE

EBX-8C
ICP RIE-101iPH

ICP SPM-200
ICP EIS-700

NLD-500
RIE-10NRV

IBE-6000S
ECR EIS-200ER

JSM-6700FT
SH-221

KH-7700
WXS-156S-L2,AM1.5GMM

FIB EIP-3300F
PC-01-H

125kV

ICP RIE NLD

2 100 10000

(125kV) 

(100kV) (30kV) 

1

2

3

FE-SEM ICP

北海道大学 微細加工プラットフォーム 

利用事例 利用形態と利用料金 

14 nm 

ELS-F130HM

4

1mm 200nm
20

5

! 

SUNALE

D 2 G

問い合わせ：北海道大学創成科学研究機構 ナノテクノロジー連携研究推進室（松尾保孝） 
 E-mail: nanoplat@cris.hokudai.ac.jp，Phone: 011-706-9340 
ホームページ http://www.cris.hokudai.ac.jp/cris/nanoplat/ 

加工PF-1 概要
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細加工プラットフォーム 

問い合わせ：ナノテクノロジープラットフォーム ××××室（氏名） 
 E-mail: xxx@nims.go.jp，Phone: xxx-xxx-xxx 

ホームページ http://www.xxxxxxxx 

1,800m2

MEMS

6 8
100

EB 7

LPCVD SiN, Poly-Si, SiO2, SiON

/

PECVD 4 SiN, SiO2, TEOS-SiO2, a-Si, W

Deep RIE 4

X CT 

UV

5

Si

問い合わせ：東北大学試作コインランドリ （東北大学西澤潤一記念研究センター内） 戸津 健太郎 
 E-mail: totsu@mems.mech.tohoku.ac.jp，Phone: 022-229-4113 

ホームページ http://cints-tohoku.jp/ 

Si, Poly-Si RIE 

2

AFM SEM 2 TOF-SIMS 

 : ¥610/h ¥420 /h

 : ¥5,565 /h 
¥3,150 /h

 : ¥300 14,000 /h 

MEMS 3 30
3 5

1

RIE NE-550

加工PF-2 概要
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細加工プラットフォーム 

問い合わせ：NIMS微細加工プラットフォーム （津谷 大樹） 
 E-mail: TSUYA.Daiju@nims.go.jp，Phone: 029-859-2349 

ホームページ http://www.nims.go.jp/nfp/ 

450m2 40

NIMS

NIMS PF 

STEP1 STEP2 STEP3 

STEP4 STEP5 STEP6 

125kV 6,300 

+1,500 +2,250
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加工PF-4 概要

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細加工プラットフォーム 

問い合わせ: ＴＩＡ推進センター 共用施設ステーション
E-mail: tia-kyoyo-ml@aist.go.jp,   Phone: 029-861-3210 

ホームページ  https://ssl.open-innovation.jp/npf/ 

微細加工プラットフォーム 
国立研究開発法人産業技術総合研究所 ナノプロセシング施設 

研究設備、及び利用事例 

共用施設等利用制度 

i 

Al 
Al2O3 

Al2O3 

Si 
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Outline

Fine processing facilities for total research assistance

Case

We provide total technical support in the nano-electronics field through device design, fabrication,
testing, and analysis. We support advanced device research and development through
fundamental technology components, such as device structure design and simulation using the
SILVACO CAD tools, pattern projection lithography system using digital mirror, and nanomachining
and/or deposition with our FIB-SEM system. We also promote technical support for industries and
research institutes around the northern Kanto area.

Shared facilities
Process / device simulator (ATHENA, ATLAS, and others, SILVACO)
Sputtering equipment (CFS-4EP-LL/i-Miller, Shibaura Mechatronics)
Multiple electron beam evaporation equipment (EB-350T, Eiko)
Laser patterning equipment (DWL 66, Heidelberg instruments)
Electron beam lithography equipment (ELS-7500EX, ELIONIX)

Inkjet pattern generation equipment (SDO50, SIJ Technology)
Mask aligner (Q2001CT, Neutronix-Quintel)
Wafer dicing machine (DAD322, DISCO)
Reactive Ion Etching System  (RIE-10NR, Samco)
Stylus Profile meter  (Dektak3ST, Ulvac)
FIB-SEM (Helios NanoLab600i, FEI)
FE-SEM (SU-8020, Hitachi High-Tech)
AFM (Multimode 8 and Dimension Icon, Bruker)
Semiconductor Measurement System (B1500A, Agilent)

ATHENA/ATLAS , SILVACO
CFS-4EP-LL/i-miller,

EB-350T,
DWL 66, Heidelberg instruments

ELS-7500EX, ELIONIX
instruments

(SDO50, SIJ
Q2001CT, Neutronix-Quintel

DAD322, DISCO
RIE-10NR,

Dektak3ST, Ulvac
FIB-SEM Helios NanoLab600i, FEI
FE-SEM SU-8020, 
AFM Multimode8/Dimension Icon, Bruker

B1500A, Agilent

FIB-
680 ( 2,660 )

940 ( 3,520 )

1,240 ( 3,810 )

FIB-SEM 5,680 ( 10,190 )

960 ( 3,540 )

2,680 ( 5,260 )

1,520 ( 4,090 )

600 ( 3,180 )

1,380 ( 3,960 )

480 ( 3,060 )

1,420 ( 3,990 )

840 ( 3,420 )

200 ( 2,780 )

160 ( 2,140 )

190 ( 4,150 )

加工PF-5 概要
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加工PF-6 概要

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細加工プラットフォーム 

問い合わせ： 東京大学超微細リソグラフィー・ナノ計測拠点 ナノテクノロジー・プラットフォーム事務局 
（受付 渡邊かをる 拠点マネージャ：三田吉郎） 

 E-mail: nanotech@sogo.t.u-tokyo.ac.jp，Phone: 03-5841-1506 
ホームページ http://nanotechnet.t.u-tokyo.ac.jp/ 

Nano Lithography and Measurement Platform/VLSI Design and Education Center, the University of Tokyo 

3

4 5

Fig.1 Diaphragm Cross- Fig.2 Displaceme t Measureme t 

Fig.3 Tr  waveform 

Fig.4 Receive  waveform 
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細加工プラットフォーム 

--  -- 
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Al2O3

50000

Si

Al2O3
Al2O3

   
E-mail ntrc-o ce@list.waseda.jp    Phone 03-5286-9067 

h ps://www.waseda.jp/inst/nanolife/project/nanotechnologypla orm/ 
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FIB
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(
)
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3
m
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1
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加工PF-7 概要
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加工PF-8 概要

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細加工プラットフォーム 

電子ビーム露光を中心とした微細構造技術支援   

  

20nm / /
3

EBL
2012 -2016 , 

FAIS)

80nm EBL

T
  

JBX-6300 11,900/1
MX-1204 3,900/1 H25

(Suss MA -8 4,900/1
6    10,400/1

HR3246 33,300/1
RIE-10NR 3 7,200/1

                                                                       ICR-101RF 7,300/1
S-5200 4,100/1

FIB/SEM JIB-4501 H25 2,600/
Ultratech Fiji F200 H25 5,700/1

  

1  110,000
1 41,800

web

問い合わせ：事業責任者 宮本恭幸 
 E-mail: miya@ee.e.titech.ac.jp，Phone: 03-5734-2572 

ホームページ http://www.pe.titech.ac.jp/qnerc/nano_support/index-j.html

(SPP)
2

SPP
600nm 250nm 500nm

(CL) (STEM) SPP

(A E : N. Yamamoto et al, Opt. Express 22, 5155-5165 (2014).)
(A’ E’ )

A’ A

E E’

H. Saito et al. Nano Lett. 15, 6789-6793 (2015).

    東京工業大学
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加工 PF-9 概要

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細加工プラットフォーム 

問い合わせ：ナノテクノロジープラットフォーム 名古屋大学 微細加工プラットフォーム事務局（岩田  聡） 
 E-mail: info@nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp，Phone: 052-789-3639 

ホームページ http://nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp/ 

 8
3
8 MBE

ECR-SIMS
ICP

IAMS ( ) 

(

60 MHz CVD

 X

X

8 8 MBE 

AFM SEM 

60MHz
CVD ECR-SIMS XRD 

URL
h p://nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp/equipment.html 

MEMS
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細加工プラットフォーム 

実施機関
ロゴ 

実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機関関関関関関関関関関関関関関関関
ロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴ 

問い合わせ：ナノテクノロジープラットフォーム 研究支援室（安田美智枝） 
 E-mail: nanoplatform_office@toyota-ti.ac.jp，Phone: 052-809-1723 

ホームページ http://www.toyota-ti.ac.jp/kenkyu/nanoplatform/index.html 

Patterned Ni NPs 

a-Si
SiO2

Si

To be resonator Cantilever 

B
Si

P
Si

111

001 101

SEM EBSD

MEMS

103.9kHz

MEMS

CNT on AFM / STM probe 
2

2013

Poster Award

MEMS Si
XeF2 NO F2 F2 + NO

F + FNO

基板温度により
エッチレート、
形状、表面化学
組成が大幅に変
化する性質があ
る。 

Gaussian03 
B3LYP/6-31 G +(d) 

C

Vertical etch rate, Ev
Lateral etch rate, EL

24

10mm

normal
resist

UV-cured 
resist

10 m 

500 m 

加工PF-10 概要
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加工PF-11 概要
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加工PF-12 概要

A
( 4 ) 12,000  18,000

( )  120,000  180,000
( )  1,200,000  1,800,000

B 
( 4  8,000  12,000 

( ) 80,000  120,000 
( ) 800,000  1,200,000 

C
( 4  6,000  9,000 

( ) 60,000  90,000 
( ) 600,000  900,000 

1 NFBC SIM

3 PLNFBC

NFBC
FIB (

SMI2050)

100 nm 5 300 nm 80
450 nm

( 1)

NFBC Q

( 2)

NFBC (CdSe/ZnS)

NFBC
( 3)

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細加工プラットフォーム 
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細加工プラットフォーム 

問い合わせ：香川大学 社会連携・知的財産センター ナノテクノロジー支援室（鈴木 勝順） 
 E-mail: nanoplatform@ao.kagawa-u.ac.jp，Phone: 087-887-1873 

ホームページ http://www.kagawa-u.ac.jp/nanoplatform/ 

香川大学 社会連携・知的財産センター ナノテクノロジー支援室 

四国唯一のナノテクノロジープラットフォーム拠点として、MEMS、
NEMSを核とした支援を行っています。 
様々な材料を不定形～4インチに対応する試作ラインを提供致します。 
 ・ナノマイクロリソグラフィ装置 
 ・ナノマイクロ成膜/エッチング装置 
 ・ナノマイクロ材料分析/評価装置 
単一装置のみの利用から、複数装置の組み合わせ利用まで、幅広く 
ご対応致します。 

微細加工設備 

利用事例 

◆デバイス作製事例 
 平成27年度 
  F-15-GA-0004 
   香川大学工学部 
   材料創造工学科 

＜主な利用装置＞ 
・デュアルイオンビームスパッタ 
・触針式表面形状測定器 

上記装置を利用し、金属（Au）- 誘電体（SiO2）多層膜構造をSi基板上に作製し、
試料の断面像をFESEMにより撮影した。 
Au層、SiO2層の平均膜厚が16nm, 23nmと得られ、膜厚比が0.7であることが 
分かった。これにより論理計算との比較が可能となり、定量的な議論が出来た。 

利用形態 
下記5種類の利用形態があります 

共同研究 

機器利用 

技術代行 

技術相談 

技術補助 

利用者と支援者が共同で実施する成果公開
型研究 

利用者が自立して、自ら機器を操作する 

支援者が利用者に代行して設備を操作する 

利用者からの相談に専門家として応える技
術コンサルタントとしての支援 

操作方法を自ら機器を操作することができ
るように使用法を指導する 

お問い合わせは、下記のメールアドレス or 電話にてお受け致
します。 
ホームページに今までの活動実績などを掲載していますので、
是非一度ご覧ください。 

(  ELS-7500EX) 

(  MA-10 ) 

(  1H-DX2) 

(  VPC-1100) 

(  DHA-XA/M8) 

(  EIS-200ER) 

(  DekTak8) 

(  JSM-6060-EDS) 

(  JFC-1600) 

          (  NT91001A-in mothion) 

(  NH-3N) 

(  KH-7700) 

(  DAD3220) 

(  PM5) 

(  KS-TC-40-SB-VR) 

(  MX-1204) 

(  10W-IBS) 

DekTak8 

利用形態 
◆

 
 

＜
・
・

多層膜メタマテリアルの断面SEM像 

事業概要 

加工PF-13 概要
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加工PF-14 概要

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業
微細加工プラットフォーム

25, 50, 75, 100 kV
2 6

6nm

1 m

100 nm

(RBS)

CMOS MEMS

N&MEMS

問い合わせ：広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所 ナノテクノロジープラットフォーム微細加工支援室（田部井 哲夫）
E-mail: nanotech@hiroshima-u.ac.jp,   Phone: 082-424-6265

 ホームページ　http://www.nanofab.hiroshima-u.ac.jp
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ご利用・ご相談については下記のEメール
アドレスへお問い合わせ下さい。

97



PickUp! 

PickUp! 

PickUp! 

PickUp! 

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細加工プラットフォーム 

Support Laboratory of Nanofabrication, Yamaguchi University

Fig. 1 Experimental set up.
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Fig. 2 Pressure changes of leak rates for 
ethanol and He gas through the leak path 
made of fused silica tube (f10mm 2 m).

Spin-coating

Prebaking
Temperature : 115 
Time : 2 min

EB Exposure
Accelerating voltage : 50 kV
Beam current : 100 pA  

Process

Resist Preparation

g-Line Exposure
Wave Length: 405nm

Development
Developer : 1% KOH 
Solution
Rinse: Pure Water

RESIST 

RESIST 

RESIST g-Line 
Electron Beam 

Electron Beam 

RESIST

l
Resist 

RESIST Resist 

RESIST

Electron Beam 
Resist 

Fig.1 SEM image of resist pattern developed by 
KOH1% for 30 seconds after photolithographic 
(56 mJ/cm2) and electron beam (220 μC/cm2) 
exposures.

EB:1 m space EB:500 nm space

EB:100 nm space

PickUp! 

500nm

300nm

200nm

加工PF-15 概要
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加工PF-16 概要

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細加工プラットフォーム 

42.21m2

問い合わせ：公益財団法人北九州産業学術推進機構 共同研究開発センター（上野・安藤・竹内） 
 E-mail: nano01@hibikino.ne.jp Phone: 093-695-3007 

ホームページ http://www.ksrp.or.jp/fais/sec/nano/index.html
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分子・物質合成プラットフォーム
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合成PF- 代表機関（1）

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
分子・物質合成プラットフォーム 

問い合わせ：分子・物質合成プラットフォーム 代表機関（分子科学研究所） 
 E-mail: nanoplat@ims.ac.jp，Phone:0564-55-7431

ホームページ http://mms-platform.com/ 

Supports of nanofabrications and material synthesis 
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合成PF- 代表機関（2）

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業
分子・物質合成プラットフォーム

問い合わせ：分子・物質合成プラットフォーム 代表機関 (分子科学研究所)
E-mail: nanoplat@ims.ac.jp，Phone: 0564-55-7431

ホームページ http://mms-platform.com/

水相
（親水性薬物）

油相
（界面活性剤）

（ ）
エマルション

界面活性剤 薬物複合体
（ ）

製剤

（ ）調製方法

マルバーン社製

ゼータサイザー

ナノ

高
速
撹
拌

凍
結
乾
燥

油
中
分
散
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合成PF-1 概要
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合成PF-2 概要

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
分子・物質合成プラットフォーム 

問い合わせ：東北大学 原子分子材料科学高等研究機構（谷垣勝己） 
 E-mail: tanigaki@m.tohoku.ac.jp，Phone: 022-217-6166

ホームページ http://cints-tohoku.jp/ 

[Ir( -OMe)cod]2 (5 mol%)
B2pin2 (1.2 eq)
dtbpy(10 mol%)

cyclohexane, 80oC, 16h
68%

Bpin

PyBpin

S BrBr

Pd2(dba)3 (5 mol%)
XPhos (20 mol%)
K2PO4 (7 eq)

DMF, 120oC, 24h

S

BPynT
n

+
n

n = 1; BPyT, 86% yield      
2; BPy2T, 56% yield

100 50 0 –50 –100 100 50 0
27Al (ppm) 27Al (ppm)

18.8 T

7.0 T

CaO-SiO2-Al2O3-K2O

p++-Si (gate)
SiO2

BPy2T

Au Ca
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NMR

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
分子・物質合成プラットフォーム 

問い合わせ：物質・材料研究機構 分子・物質合成プラットフォーム  
 E-mail: SML-office@nims.go.jp  Phone: 029-859-2399 

ホームページ http://www.nims.go.jp/mmsp/ 

NIMS

Oil

LC/MS/MS SP5 ¥1,000 ¥1,750
¥500 ¥1,250

LC/MS/MS SP5 ¥2,000 ¥3,500
¥1,000 ¥2,500

1

LC/MS/MS SP5 ¥3,000 ¥5,250
¥1,500 ¥3,750

合成PF-3 概要
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合成PF-4 概要

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
分子・物質合成プラットフォーム 

Peapods

E-mail: icst@shinshu-u.ac.jp Phone: 026-269-5230 026-269-5670
ホームページ: h p://www.shinshu-u.ac.jp/ins tu on/icst/nano/ 
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
分子・物質合成プラットフォーム 

問い合わせ：北陸先端科学技術大学院大学 分子物質合成プラットフォーム 運営委員会 
                   E-mail: nano-net@jaist.ac.jp Phone: 0761-51-1449  
                  ホームページ：

 Bruker Biospin AVANCE III 800MHz
400MH

Bruker Daltonics FT-ICR MS Solarix 
Bruker Daltonics MALDI-TOF/TOF MS Ultra eXtreme 

 Quantum design MPMS-XL7SK (
SQUID) 

TEM H-7650, H-9000 
STEM ARM-200F 

 SEM S-5200 
EPMA JXA-8900 

 SAM 670 
SII SPI-3800N/SPA-400 (AFM) 

JY T64000 
SII FIB SMI 3050 

X X’Pert PRO MRD Epi 
 XRD SmartLab 

XPS AXIS-ULTRA DLD 
UPS AC-2 

JAIST

    
1 1        10,000   20,000 
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40      200,000 400,000 

JAIST 

H27
13

45

h p://www.jaist.ac.jp/ms/equipments/index.html 
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WEB
2

400MHz-NMR 800MHz-NMR FT-ICR-MS 

STEM ARM-200F 

TEM H-7650 

TEM H-9000 
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XRD SmartLab X’Pert Pro MRD Epi 

SAM 670 

AFM  

3 CAD
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3D-CAD
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合成PF-5 概要
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合成PF-6 概要

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
分子・物質合成プラットフォーム 

問い合わせ：分子科学研究所 機器センター （横山 利彦） 
 E-mail: nanoplat@ims.ac.jp，Phone:0564-55-7431 

ホームページ http://nanoims.ims.ac.jp/ims/ 

分子科学研究所 

UVSOR 

有機太陽電池・デバイス作製 有機合成、無機合成 

大型計算機、分子ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ 

走査型電子顕微鏡 ESR 

3次元プロファイラー 

NMR レーザー装置 ザザ 装置

最先端の設備から、有機・無機合成のものづくりまで幅広く支援 

利用事例 

SH 

HS ジスルフィド切断型SOD1

ジスルフィド結合型SOD1I(Q
) (
a.
u.
) 

Q (Å-1) 
SOD1のジスルフィド結合が切断され、ループ構造が大幅
に揺らぐ姿を捉えることに成功し、SOD1が凝集する機構
を明らかにできた。 

示差走査熱量計
MicroCaL製 
型式：VP-DSC 
セル容量：500μｌ 
スキャン速度 
Upscan mode :0～90℃/ｈｒ 
Downscan mode: 0～-60℃/ｈｒ 

Temperature (oC)

C p
 x
 1
0-
3  (
ca
l m
ol
-1
o C
)

野生型変異型 
（G37R） 

ジスルフィド結合の切
断 

スーパーオキシドディスムターゼ１（SOD1）の構造
の熱安定性が低下し、体温付近では二次構造を失った
ミスフォールド状態となるのではないかと推測された。 

S S S S S S

ミスフォールド構
造 

ジ

Ｘ線溶液散乱計測システム
リガク社製 
型式：NANO-Viewer 
検出器：PILATUS 200K 
     （DECTRIS社製） 

神経変性疾患の発症に関わるタンパク質ミスフォールディング 
a慶應義塾大学理工学部, b分子科学研究所協奏分子システム研究センター 

古川 良明a,安齋 樹a,向山 厚b,秋山 修志b  
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
分子・物質合成プラットフォーム 

問い合わせ：名古屋大学分子・物質合成プラットフォーム事務局 
 E-mail: nano-platform@apchem.nagoya-u.ac.jp,  Phone: 052-789-4609

ホームページ http://nano-platform.apchem.nagoya-u.ac.jp

Nagoya University

Web

NMR 500MHz) 
NMR 

SEM 

合成PF-7 概要
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合成PF-8 概要

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
分子・物質合成プラットフォーム 

問い合わせ：名古屋工業大学 分子・物質合成プラットフォーム（日原岳彦） 
 E-mail: hihara@nitech.ac.jp，Phone: 052-735-5298

ホームページ http://nano.web.nitech.ac.jp/

名古屋工業大学 スマートマテリアル創成支援 
ナノ粒子、カーボンナノファイバー、グラフェン、生体関連の機能性分子の合成と、

メスバウアー分光、電子顕微鏡などの試料評価を実施してます

% % 

-10 -5 0 5 10
 Velocity  (mm/s)
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VSM)
Fe, Sn

ESI-MS

PL PL
UV/VIS/NIR

ARM200F
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
分子・物質合成プラットフォーム 

問い合わせ：奈良先端科学技術大学院大学 物質科学教育研究センター NAIST ナノテクノロジープラットフォーム事務局 
E-mail: nano-net@ms.naist.jp   Phone: 0743-72-6185 

ホームページ http://mswebs.naist.jp/nanopla/ 

JEM-3100FEF 
 RINT-TTRIII/NM

VariMax RAPID RA-Micro7
Micro/Max-007HF 

MALDI-TOF Bruker Daltonics  Aut ex II 

 PHI5000Versa Probe 
,CEP-2000RP 

AC-3 
カンタム・デザイン PPMS EverCool II

X

EPMA EPMA1610 
SIMS  ULVAC-PHI ADEPT-1010 

600MHz NMR JEOL JNM-ECA600 
400MHz NMR JEOL JNM-ECX400 

Perkin Elmer 2400 CHNS/O 
EI CI  FAB  JEOL JMS-700 

ESI TOF-MS  JEOL JMS-T100LC 
MALDI-Spiral-TOF JEOL JMS-S3000 

DSC/TG-DTA 6200 
XPS/AES KRATOS AXIS-165 

FE-SEM  JEOL JMS-7400F JED-2200
SPM SPA400 SPI-3800N 

ET200 
HORIBA JOBIN YVON  UVISEL ER AGMS-NSD 

NRS-4100-30 
CD J-725 

 Coherent Mira KEC-160 C4780 
DLS-6000 

ESR JEOL JES-FA100 

BKG 0

, , ,
X

円 円

円 円

合成PF-9 概要
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合成PF-10 概要

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
分子・物質合成プラットフォーム 

お問い合わせ：大阪大学ナノテクノロジー設備供用拠点 分子・物質合成プラットフォーム 拠点事務室 
E-mail: kitajima@sanken.osaka-u.ac.jp,  Phone: 06-6879-4309 

ホームページ h p://nanopla orm.osaka-u.ac.jp/syn/ 
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
分子・物質合成プラットフォーム 

問い合わせ：
 E-mail：  Phone： 092-802-2845 

ホームページ 

合成PF-11 概要
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Battery Reserch Platforme
文部科学省蓄電池基盤プラットフォーム

B
a
ttery

 R
eserch

 P
la

tfo
rm

 / 文
部
科
学
省
蓄
電
池
基
盤
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム



蓄電池基盤プラットフォーム実施概要（1）
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蓄電池基盤プラットフォーム実施概要（2）
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